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1 REM-Aufnahme einer strukturierten
Siliziumgrenzflache.

2 REM-Aufnahme einer Nano-SIS Solarzelle.
3 Nano-SIS Solarzelle.
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NANOSTRUKTURIERTE
SIS SOLARZELLEN

Die Photovoltaikbranche steht vor der
groBen Herausforderung, einen
bedeutenden Anteil des zukinftigen
Energiebedarfs bereitzustellen. Um die
hohen nationalen und internationalen
Ziele zu erreichen, mussen effiziente
und kostenglnstige Zellkonzepte
entwickelt werden.

Eine Voraussetzung fir hocheffiziente
Solarzellen ist die effektive Einkopplung
der einfallenden Sonnenstrahlung.
Nanostrukturierte Siliziumgrenzflachen
erlauben eine breitbandige und
winkelunabhangige Entspiegelung der
Grenzflache sowie ein gezieltes
Photonenmanagement.

Zur Realisierung von Semiconductor —
Insulator — Semiconductor Systemen
wird ein dinner Isolator auf Silizium
abgeschieden und anschlieBend mit
einem transparenten leitfahigen Oxid
(TCO) Uberschichtet. Als TCO kann
Indiumzinnoxid (ITO) oder mit
Aluminium dotiertes Zinkoxid (AZO)
verwendet werden.

Die Verbindung von nanostrukturierten
Siliziumgrenzflachen und kostenglnstigen
SIS Systemen soll zuklinftig die Realisierung
von hocheffizienten Solarzellen bei gerin-
gen Produktionskosten ermaglichen.

Dank gilt dem BMBF fur die finanzielle
Unterstitzung dieser Arbeiten im
Rahmen des Forschungsprojektes
PHIOBE (FKZ 13N9669).



